Unipolarni tranzistor

unipoldrni = na prenosu proudu se podili pouze jeden typ nosicu

 Tizeni pohybu nosicu naboje elektrickym polem — tranzistory
fizené el. polem FET (Field Effect Tranzistor)

dle provedeni se rozlisuji:
 tranzistory s prechodovym hradlem JFET (Junction FET)

 tranzistory s izolovanym hradlem MOSFET (Metal Oxide
Semiconductor FET)

« vedeni proudu se uskutecnuje v tzv. kanale
« kanal typu N (nositeli proudu jsou elektrony)
« kanal typu P (nositeli proudu jsou diry)



Unipolarni tranzistor — JFET

Elektrody:

* S —source (emitor)

e D — drain (kolektor)

* (G — gate (tidici elektroda)
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— zména tloustky vodivého kanalu ~ Tranzistor JFET s N kanalem
(princip a schématicka znacCka)

— zmeéna velikosti proudu 7,



Unipolarni tranzistor — JFET
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Unipolarni tranzistor — JFET
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Unipolarni tranzistor — JFET

Normovan¢ vystupni charakteristiky
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Unipolarni tranzistor — JFET

pirevodni charakteristika vystupni charakteristika
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Unipolarni tranzistor — JFET

malosignalovy model
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g,, — obdobny vyznam jako [} u bipolarniho tranzistoru

velikost vstupniho odporu cca 10! Q

zapojeni tranzistoru: SS, SG, SD (SE, SB, SC)



Unipolarni tranzistor — JFET

ukdzka zapojeni
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Unipolarni tranzistor - MOSFET
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Unipolarni tranzistor - MOSFET

Cinnost tranzistoru — indukovany kanal:
* Ui=0ValUp>0V,
proud /,, velmi maly (jednotka nA)
e Uyi>UpalUp>0V
pod G vytvorena inverzni vrstva (N)
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e tranzistor pracuje v obohacovacim
rezimu (enhancement mode)

saturacni napéti: Upgsqr = Ugs — Up
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Unipolarni tranzistor - MOSFET

Normovan¢ vystupni charakteristiky




Unipolarni tranzistor - MOSFET

Pfevodni a vystupni charakteristika
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Unipolarni tranzistor - MOSFET

Cinnost tranzistoru — trvaly kanal:

 difuzi nebo 1ontovou implantaci vytvoren vodivy
kanal mezi D a S

o proud /,1pii Us=0V
 tranzistor pracuje v ochuzovacim rezimu (depletion mode)
* Up—prahové napéti

dojde k zaniku kolektoroveho proudu



Unipolarni tranzistor - MOSFET

Pfevodni a vystupni charakteristika
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CMOS struktura

Complementary MOS

e vysoka spinaci rychlost
Ucc

* malé napajeci napéti nd N G

* maly ptfikon
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Literatura — hlavni zdroj informaci pro unipolarni tranzistory:

Musil, V. a kol.: Elekronické soucastky. 2. vyd. Brno: VUT, 1996.
ISBN 80-214-0821-9.(Skriptum)





